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(57) Abstract: The invention relates to a carrier for an electrical component, in particular for a semiconductor laser, having a
substrate with a surface, wherein an electrically conductive contact surface is arranged on the surface of the substrate, wherein a
solder pad is arranged on the contact surface, wherein a solder resist structure is provided laterally next to the solder pad, wherein
the solder resist structure is configured to make wetting with liquid solder more difficult compared with the contact surface, whetrein
the solder resist structure subdivides the contact surface into a first surface region with the solder pad and into a second surface
region, wherein the first and the second surtace region are connected together.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Trager fiir ein elektrisches Bauelement, insbesondere fiir einen Halbleiterlaser,
mit einem Substrat mit einer Oberflédche, wobei auf der Oberfldche des Substrates eine elektrisch leitende Kontaktfliache angeordnet

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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ist, wobei auf der Kontaktfldche ein Lotpad angeordnet ist, wobei seitlich neben dem Lotpad eine Lotstoppstruktur vorgesehen ist,
wobei die Lotstoppstruktur ausgebildet ist, um eine Benetzung mit fliissigem Lot im Vergleich zur Kontaktflache zu erschweren,
wobei die Lotstoppstruktur die Kontaktfliche in einen ersten Flachenbereich mit Lotpad und in einen zweiten Flachenbereich
unterteilt, wobei der erste und der zweite Flachenbereich miteinander verbunden sind.
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Beschreibung

Trager fiur ein elektrisches Bauelement

Die Erfindung betrifft einen Trédger fir ein elektrisches
Bauelement gemdlB Patentanspruch 1 und ein Verfahren zur

Herstellung eines Tradgers gemall Patentanspruch 9.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2014 110 473.0, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Trager fiir elektrische Bauelemente, insbesondere fir
Halbleiterlaser sind beispielsweise aus US 76 55 957 B2
bekannt. Ein Trager kann eine oder mehrere Kontaktflidchen
aufweisen, Uber die ein elektrisches Bauelement mit dem

Trager elektrisch und mechanisch verbunden ist.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen Trager und ein
Verfahren zur Herstellung eines Tragers bereitzustellen,
wobei der Trager eine verbesserte Lotverbindung zwischen dem

Bauelement und der Kontaktfldche des Tragers ermdglicht.

Die Aufgabe der Erfindung wird durch den Trager gemal
Patentanspruch 1 und durch das Verfahren gemall Patentanspruch
9 geldst. Ein Vorteil des beschriebenen Tragers besteht
darin, dass eine definierte Lotverbindung zwischen dem
Bauelement und dem Trager ermdglicht wird. Dies wird dadurch
erreicht, dass die Kontaktfldche mithilfe einer
Lotstoppstruktur in einen ersten und einen zweiten
Flachenbereich unterteilt wird. Zudem erstreckt sich die
Lotstoppstruktur nur iUber einen Teil der gesamten Lange der
Kontaktflache, so dass ein freier Verbindungsbereich der
Kontaktfldche verbleibt. Der erste und der zweite
Flachenbereich sind tber den Verbindungsbereich miteinander

verbunden.



10

15

20

25

30

35

WO 2016/012479 PCT/EP2015/066715

Der erste Fléadchenbereich weist das Lotpad auf. Mithilfe der
Lotstoppstruktur wird ein Flielen des fliissigen Lotes auf die
Lotstoppstruktur behindert bzw. vermieden. Dadurch wird eine
definierte Lotschicht zwischen dem Tradger und dem Bauelement
ausgebildet. Auf diese Weise kann Lotmaterial eingespart
werden. Zudem kann mithilfe der Lotstoppstruktur das
Lotmaterial im Wesentlichen auf den ersten Fl&chenbereich
begrenzt werden. Damit wird ein VerflieRBen des Lotmaterials
in nicht vorteilhafte Rereiche der Kontaktflache erschwert.

Zudem kann eine bessere Verteilung von Lot erreicht werden.

In einer Ausfihrungsform wird die Lotstoppstruktur in Form
einer Schicht auf die Kontaktfldche aufgebracht. Dadurch kann
die Kontaktflache mithilfe eines einfachen Prozesses in einer
einfachen Geometrie ausgebildet werden. Die Lotstoppstruktur
selbst wird mithilfe eines weiteren Prozesses in Form einer
eigenen Schicht aufgebracht. Damit kann das Material fir die

Lotstoppstruktur in weiten Bereichen frei gewdhlt werden.

In einer weiteren Ausfihrungsform wird die Ldétstoppstruktur
durch einen unbedeckten Teil der Oberfldche des Substrates
gebildet. Diese Ausbildungsform bietet den Vorteil, dass kein
weiterer Prozess zum Abscheiden der Lotstoppstruktur
erforderlich ist, sondern die iUblichen Prozesse zur
Ausbildung der Kontaktfldche verwendet werden kénnen, wobei
die Kontaktfliche in der gewlinschten Geometrie unter

Freilassen einer Lotstoppstruktur hergestellt wird.

In einer Ausfihrungsform wird die Lotstoppstruktur durch eine
Siliziumschicht oder eine Siliziumnitridschicht oder eine
Siliziumoxidschicht ausgebildet. Diese Materialien kénnen
falls erforderlich einfach und kostenglinstig abgeschieden
werden bzw. die Oberflache des Substrates kann mit diesen
Materialien versehen sein. Dadurch wird ein einfacher und

kostenglinstiger Trager bereitgestellt.

In einer weiteren Ausfihrungsform sind der erste und der

zweite Flachenbereich liber einen Verbindungsbereich
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miteinander verbunden. Dadurch wird eine elektrische und
mechanische Verbindung zwischen den Flachenbereichen
ausgebildet. Der Verbindungsbereich kann zur Aufnahme wvon

Uberfliissigem Lotmaterial des Lotpads vorgesehen sein.

In einer Ausfihrungsform ist die Lotstoppstruktur parallel zu
einer Seitenfldche des Bauelements angeordnet. Damit kann
sichergestellt werden, dass Lotmaterial beim Aufschmelzen
nicht seitlich tiber den Flachenbereich des Bauelements
hinausflieBt. Somit wird der zweite Fla&chenbereich frei wvon
Lotmaterial gehalten und kann fiir andere elektrische Kontakte

bzw. Verbindungen freigehalten werden.

In einer weiteren Ausfihrungsform ist der Verbindungsbereich
bei einem montierten Bauelement an einer Seitenflache des
Bauelements zugeordnet, wobei Lotmaterial in den
Verbindungsbereich beim Lotvorgang flieBt. Auf diese Weise
kann mithilfe einer optischen Uberpriifung, beispielsweise
mithilfe einer Kamera, der Lotprozess lUberprift werden. Zudem
wird aufgrund der Lotstoppstruktur verhindert, dass zu viel
Lotmaterial vom ersten Flachenbereich in den zweiten
Flachenbereich flieRt. Trotzdem ist aber eine optische

Uberpriifung der Lotverbindung méglich.

Als elektrisches Bauelement kann ein optoelektronisches
Bauelement, insbesondere ein Halbleiterlaser oder eine
lichtemittierende Diode verwendet werden. Zudem kann als
elektrisches Bauelement ein Leistungshalbleiter verwendet

werden.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstdndlich im
Zusammenhang mit der folgenden Beschreibung der
Ausfihrungsbeispiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen
naher erlautert werden, wobeil

Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf einen Trager,

Fig. 2 einen Querschnitt durch den Trager der Fig. 1,
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Fig. 3 einen Querschnitt durch eine weitere Ausfihrungsform
eines Tragers,

Fig. 4 eine weitere Ausfihrungsform eines Tréagers,

Fig. 5 eine weitere Ausfihrungsform eines Tréadgers, und

Fig. 6 einen Trager mit einem elektrischen Bauelement
darstellt.

Fig. 1 zeigt in einer schematischen Draufsicht einen Trager
mit einem Substrat 1, wobei auf dem Substrat 1 eine
Kontaktfldche 2 aufgebracht ist. Die Kontaktfladche 2 besteht
aus einem elektrisch leitenden Material, beispielsweise einem
Metall. Auf der Kontaktfldche 2 ist ein Lotpad 3 angeordnet.
Das Lotpad 3 besteht aus einem festen Lotmaterial, das
beispielsweise auf die Kontaktfldche 2 aufgedruckt wurde.
Zudem ist eine Lotstoppstruktur 4 vorgesehen, die die
Kontaktfldche 2 in einen ersten Flachenbereich 5 und einen
zwelten Flachenbereich 6 unterteilt. Der erste und der zweite
Flachenbereich 5, 6 sind iiber einen Verbindungsbereich 7
miteinander verbunden. In der dargestellten Ausfiithrungsform
erstreckt sich die Lotstoppstruktur 4 nicht bis tber die
gesamte Lange der Kontaktflache 2. Somit verbleibt ein freier
Verbindungsbereich 7, Uber den der erste und der zweite

Flachenbereich 5, 6 miteinander verbunden sind.

Fig. 2 zeigt einen Querschnitt A-A durch den Trager der Fig.
1. Dabei ist zu erkennen, dass in diesem Ausfihrungsbeispiel
die Lotstoppstruktur 4 durch eine Oberfldche 8 des Substrates
1 gebildet wird. Die Oberflache 8 kann beispielsweise
Silizium, Siliziumnitrid und/oder Siliziumoxid aufweisen.
Zudem kann die Oberflache 8 auch andere Materialien
aufweisen, deren Eigenschaft darin besteht, dass
geschmolzenes Lot das Material kaum oder nicht benetzt. Bei
dieser Ausfiihrungsform wurde beim Abscheiden der metallischen
Kontaktfldche 2 die Kontaktfldche 2 in der Weise strukturiert
z.B. mit Fotolithografie, Metallbedampfung, Lift-off usw.,
dass ein Streifen der Oberflache 8 in Form der
Lotstoppstruktur 4 nicht mit der Kontaktfldche 2 bedeckt

wurde. Somit wird bei dieser Ausfihrungsform kein
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zusdtzlicher Prozess eingefihrt. Die erforderlichen
Strukturen werden im Maskendesign in einer Maske festgelegt.
Die QOberflache 8 kann beispielsweise durch das Material des
Substrates, das z.B. aus Silizium besteht, dargestellt
werden. Zudem kann das Substrat 1 mit einer separaten
Oberfladchenschicht versehen werden, die die gewiinschten
Nichtbenetzungseigenschaften durch fliissiges Lotmaterial
aufweist. Dazu kénnen wiederum Siliziumnitrid, Siliziumoxid

oder Silizium verwendet werden.

Fig. 3 zeigt eine weitere Ausfihrungsform, bei der die
Lotstoppstruktur 4 in Form einer separaten Schicht 9
ausgebildet ist. Die Schicht 9 ist auf die Kontaktfldche 2
aufgebracht. Die Schicht 9 kann aus jedem Material bestehen,
das durch fliissiges Lot schwer oder nicht benetzbar ist.
Beispielsweise kann die Schicht 9 aus Silizium,

Siliziumnitrid oder Siliziumoxid bestehen.

Fig. 4 zeigt eine weitere Ausfihrungsform eines Tragers, bei
dem die Lotstoppstruktur 4 aus zwei Abschnitten besteht, die
quer Uber die Kontaktflache 2 gefithrt sind. Die zwei
Abschnitte 4 sind in einer Achse angeordnet und in einem

festgelegten Abstand 10 voneinander beabstandet.

Fig. 5 zeigt in einer schematischen Darstellung eine
Draufsicht auf eine weitere Ausfihrungsform eines Tragers,
bei der die Lotstoppstruktur 4 in Form von drei Abschnitten
ausgebildet ist, wobei jeweils zwei Abschnitte einen
festgelegten Abstand 10 aufweisen. Die Lotstoppstrukturen 4
der Figuren 4 und 5 koénnen abhédngig von dem gewahlten
Ausfiihrungsbeispiel gemal der Ausfithrungsform der Fig. 2 in
Form der Oberflache 8 des Substrates 1 oder in Form einer

separaten Schicht 9 gemal Fig. 3 ausgebildet sein.

Fig. 6 zeigt in einer schematischen Draufsicht einen Tréager,
auf dem ein elektrisches Bauelement 11, beispielsweise ein
Halbleiterchip, ein optoelektronisches Bauelement, ein

Halbleiterlaser, eine lichtemittierende Diode oder ein
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Leistungshalbleiter, iUber ein nicht sichtbares
aufgeschmolzenes Lotpad mit einer Kontaktfldche 2 des
Substrates 1 elektrisch und mechanisch verbunden ist.
Aufgrund der Lotstoppstruktur 4 wird ein seitliches Abflielen
des Lotmaterials in den zweiten Flachenbereich 6 vermieden.
Nur in dem Verbindungsbereich 7 ist ein seitliches Abflielen
von Lotmaterial 12 gegeben. In dem dargestellten
Ausfiihrungsbeispiel ist die Lotstoppstruktur 4 entlang einer
Seitenflache 13 des Bauelementes 11 ausgerichtet. Das
seitlich iUber das Bauelement 11 herausragende Lotmaterial 12
kann verwendet werden, um mithilfe einer optischen
Uberpriifung den Lotvorgang zu kontrollieren. Ist
beispielsweise kein Lotmaterial ausgetreten, so deutet dies
darauf hin, dass das Lotpad nicht verfliissigt wurde und keine
ausreichende Lotverbindung zwischen der Kontaktfldche 2 und

dem Bauelement 11 gegeben ist.

Abhangig von der gewdhlten Ausfiihrungsform kann die
Lotstoppstruktur 4 auch entlang der gesamten Seitenlédnge des
Bauelementes 11 ausgefiihrt sein. Dies bietet den Vorteil,
dass kein Lotmaterial seitlich von dem ersten Flachenbereich
5 in den zweiten Flachenbereich 6 flieBt. Jedoch hat diese
Ausfithrungsform den Nachteil, dass eine optische Uberpriifung

des Lotvorganges nicht moglich ist.

Abhadngig von der gewahlten Ausfithrungsform kdnnen weitere
elektrische Schaltungen 14 in das Substrat 1 integriert sein.
Die weiteren elektrischen Schaltungen 14 kdnnen
beispielsweise zur Ansteuerung des Bauelementes 11 vorgesehen
sein. Ein Bauelement 11 kann entsprechend auch auf den

Ausfihrungsformen der Figuren 2 bis 5 montiert sein.

Der beschriebene Trager ermdglicht eine verbesserte
Selbstjustage zwischen dem Bauelement 11 und dem Substrat 1.
Aufgrund der Lotstoppstruktur 4 kann das Lotmaterial nicht so
stark verflieRBen, sodass auch das Bauelement 11 seine
Position nur in geringem MaBe verdndern kann. Zudem wird

mithilfe des beschriebenen Tragers eine kontrollierte
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Lotverteilung unter dem Bauelement erreicht. Damit wird eine
reproduzierbare thermische Anbindung zwischen dem Bauelement
11 und dem Substrat 1 bzw. der Kontaktfldche 2 ermdglicht.

Dadurch werden positive Effekte fiir die Lebensdauer erreicht.

Weiterhin wird der weitere Flachenbereich 6, der z. B. fir
eine weiterfithrende Kontaktierung mittels Drahtbonden
verwendet wird, von Lotmaterial freigehalten. Damit ist das
Prozessfenster fliir die Weiterverarbeitung vergroBert. Zudem
ist das Bauelement 11 durch die Lotstoppstruktur 4 fiir
kritische Folgeprozesse geschiitzt. Durch den neu
vorgeschlagenen Trager kann eine Reduzierung der Lotpaddicke
und damit eine Einsparung von Lotmaterial erreicht werden.
Lotmaterial kann bis zu 70% aus Gold bestehen und damit
relativ teuer sein. Weiterhin wird mithilfe des neuen Tragers
ein geringerer Aufwand fir die Optimierung der Lotpadform und
der Lotpaddicke ermdglicht. Weithin werden mithilfe des neuen
Tragers geringere Prozessschwankungen und ein geringerer

Aufwand flir eine Optimierung des Lotprozesses erreicht.

Die Lotstoppstruktur 4 und das Lotpad 3 kénnen auf einer
Oberseite und/oder auf einer Unterseite eines Trégers

angeordnet sein.

Obwohl die Erfindung im Detail durch das bevorzugte
Ausfihrungsbeispiel naher illustriert und beschrieben wurde,
so ist die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele
eingeschrankt und andere Variationen kdnnen vom Fachmann
hieraus abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der

Erfindung zu verlassen.
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Bezugszeichenliste
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11
12
13
14

Substrat
Kontaktflache

Lotpad
Lotstoppstruktur
erster Flachenbereich
zwelter Flachenbereich
Verbindungsbereich
Oberfléche

Schicht

Abstand

Bauelement
Lotmaterial
Seitenfléache

elektrische Schaltung
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Patentanspriiche

Trager fiir ein elektrisches Bauelement, insbesondere fiir
einen Halbleiterlaser, mit einem Substrat (1) mit einer
Oberflache (8), wobei auf der Oberflache (8) des
Substrates (1) eine elektrisch leitende Kontaktfldche (2)
angeordnet ist, wobei auf der Kontaktflache (2) ein
Lotpad (3) angeordnet ist, wobei seitlich neben dem
Lotpad (3) eine Lotstoppstruktur (4) vorgesehen ist,
wobei die Lotstoppstruktur (4) ausgebildet ist, um eine
Benetzung mit flissigem Lot im Vergleich zur
Kontaktfldche (2) zu erschweren, wobei die
Lotstoppstruktur (4) die Kontaktfldche (2) in einen
ersten Flachenbereich (5) mit dem Lotpad (3) und in einen
zwelten Fladchenbereich (6) unterteilt, wobeili sich die
Lotstoppstruktur (4) nur {ber einen Teil der gesamten
Lange der Kontaktfliche (2) erstreckt, so dass ein freier
Verbindungsbereich (7) der Kontaktflache (2) verbleibt,
wobei der erste und der zweite Flachenbereich (5, 6) lber

den Verbindungsbereich (7,10) miteinander verbunden sind.

Trager nach Anspruch 1, wobei die Lotstoppstruktur (4)
wenigstens eine Schicht (9) aufweist, die auf der

Kontaktfladche angeordnet ist.

Trager nach Anspruch 1, wobei die Létstoppstruktur (4)
durch einen von der Kontaktflache (1) unbedeckten Teil
der Oberfliache (8) des Substrates (1) gebildet ist, und
wobeili die Flachenbereiche (5, 6) uber den
Verbindungsbereich (7) miteinander verbunden und

einteilig ausgebildet sind.

Trager nach Anspruch 2 oder 3, wobei die Lotstoppstruktur
(4) Silizium oder Siliziumnitrid oder Siliziumoxid

aufweist.

Trager nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei auf

dem ersten Flachenbereich (5) das elektrische Bauelement
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(11) angeordnet ist, wobei das elektrische Bauelement
(11) Uber das Lotpad (3) mit der Kontaktflache mechanisch
verbunden ist, wobei die Lotstoppstruktur (4) entlang
einer Seitenfldche (13) des Bauelements (11) ausgerichtet

ist.

Trager nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der
Verbindungsbereich (7) an der Seitenfldche (13) des
Bauelements (11) angeordnet ist, wobei wenigstens auf dem
Verbindungsbereich (7) und auf dem ersten Fladchenbereich
(5) Lotmaterial (12) angeordnet ist, und wobei
insbesondere angrenzend an den Verbindungsbereich (7) auf
einem Teilbereich des zweiten Flachenbereiches (6)

Lotmaterial angeordnet ist.

Trager nach Anspruch 5 oder 6, wobei das Bauelement (11)
mit einer Seitenfldche (13) an die Lotstoppstruktur (4)
angrenzt, wobei das Bauelement (11) mit der Seitenfléache
(13) an den Verbindungsbereich (7,10) angrenzt, wobei im
Bereich des Verbindungsbereichs (7,10) Lotmaterial (12)
seitlich iUber das Bauelement (11) herausragt und

wenigstens im Verbindungsbereich (7,10) angeordnet ist.

Trager nach einem der Anspriche 5 bis 7, wobei das
Bauelement (11) als optoelektronisches Rauelement,
insbesondere als Halbleiterlaser oder als
lichtemittierende Diode oder als Leistungshalbleiter

ausgebildet ist.

Verfahren zum Herstellen eines Trager fir ein
elektrisches Bauelement, insbesondere fir einen
Halbleiterlaser, wobei auf einer Oberfliche eines
Substrates eine elektrisch leitende Kontaktflache
hergestellt wird, wobei auf der Kontaktflache ein Lotpad
aufgebracht wird, wobei seitlich neben dem Lotpad eine
Lotstoppstruktur ausgebildet wird, wobei die
Lotstoppstruktur ausgebildet ist, um eine Benetzung mit

fllissigem Lot im Vergleich zur Kontaktflache zu
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10.

11.

11

erschweren, wobei die Lotstoppstruktur in der Weise
ausgebildet wird, dass die Lotstoppstruktur die
Kontaktfladche in einen ersten Flachenbereich mit Lotpad
und in einen zweiten Flachenbereich unterteilt, wobeil
sich die Lotstoppstruktur nur Uber einen Teil der
gesamten Lange der Kontaktfldche erstreckt, so dass ein
freier Verbindungsbereich der Kontaktfldche verbleibt,
wobei der erste und der zweite Flachenbereich iiber den

Verbindungsbereich miteinander verbunden sind.

Verfahren nach Anspruch 9, wobei die Lotstoppstruktur in
Form einer Schicht auf die Kontaktfladche aufgebracht

wird.

Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, wobei die
Kontaktflache in der Weise auf das Substrat aufgebracht
wird, dass die Loétstoppstruktur durch einen von der
Kontaktfladche unbedeckten Teil der Oberflache des
Substrates gebildet wird.

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 11, wobei auf

das Lotpad ein elektrisches Bauelement in der Weise
angeordnet wird, dass das Bauelement mit einer
Seitenflache entlang der Lotstoppstruktur ausgerichtet
ist, wobei das elektrische Bauelement {iber das Lotpad
mit der Kontaktfldche mechanisch verbunden wird, wobei
der Verbindungsbereich an der Seitenflache des
Bauelements angeordnet ist, wobei beim Verbinden des
Bauelementes mit dem Lotpad Lotmaterial wenigstens auf

den Verbindungsbereich flieft.

13.Verfahren nach Anspruch 12, wobei beim Verbinden des

Bauelementes mit dem Lotpad Lotmaterial auf einen

Teilbereich des zweiten Flachenbereiches fliel3t.

14 .Verfahren nach einem der Anspriche 9 bis 13, wobei als

elektrisches Bauelement ein optoelektronisches

Bauelement, insbesondere ein Halbleiterlaser oder



WO 2016/012479 12 PCT/EP2015/066715

insbesondere eine lichtemittierende Diode oder ein

Leistungshalbleiter aufgebracht wird.
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